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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 18: Rayonnements ionisants (dose totale)

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normc'isa.n
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). l.a CEIl «
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation < ns les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, pul'ie ¢>s Ncermes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout ‘C ~mite iational
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernemeni.'es et non
gouvernementales, en liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl cc !abore étroitement
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixéec.nai accord entre les
deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques re,.-ése .ient, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les” c~mi."5 nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations inte nationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou qu des et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

Dans le but d'encourager l'unification internationale, les ComitAs ne tiona.ix de la CEl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normed inwcrnitionales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de 2 CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans ce**» de niere.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquag. con me indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a i une de ses normes.

L’attention est attirée sur le fait que certains des’ 2léments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle c..d. dro'ts analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels 2roi's u_ propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 6C74S 738 1 été établie par le comité d'études 47 de la CEl:
Dispositifs a semiconducteurs.

Le texte de cette norme est'is.'u ae¢s documents suivants:

-—_—

I_ FDIS Rapport de vote
L 47/1657/FDIS 47/1666/RVD

Le rapport de votu.indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'apnrohation de cette norme.

Cette nunlication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 2.

Le coinite a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
. cette date, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 18: lonizing radiation (total dose)

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization cor »risi>g
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is tc: prcnote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electroric fic'ds. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. The: pre ara:ion is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject acalt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizati 'ns liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by ay~eiient between the
two organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, > ne¢arly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each techi.'c¢i cc mmiee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendations for internatichal use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides «d they are accepted by the National
Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC National Comm ttee< undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possiblc. in the..ational and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the correspondir,* na ‘onal or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicate its a, nro' al and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

Attention is drawn to the possibility that some of th» elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held respc iaib s for'identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60749-15 as been prepared by IEC technical committee 47:
Semiconductor devices.

The text of this standard is bascA »n the following documents:

FDIS Report on voting
I— 47/1657/FDIS 47/1666/RVD

L

Full informatic.i an the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This pui lication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

“1e vomn.ittee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
20c¢ 7. At this date, the publication will be

reconfirmed;

withdrawn;

replaced by a revised edition, or
amended.
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 18: Rayonnements ionisants (dose totale)

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 60749 présente une procédure d’essai permettant de définir les
exigences des essais des circuits intégrés a semiconducteurs sous bofitier et des disnos'tifs
discrets a semiconducteurs concernant les effets des rayonnements ionisants (dose tctale)
provenant d’une source de rayons gamma au cobalt-60 (60Co).

Cette norme propose un essai de recuit accéléré pour I'estimation des ~ffets des
rayonnements ionisants a faible débit de dose sur les dispositifs. Cet esshi de recuit est
important pour les faibles débits de dose ou certaines autres applicatior.= _cans lesquelles
les dispositifs peuvent présenter des effets liés au temps qui sont significa'ifs.

Cette norme ne concerne que les irradiations continues et .res® pas applicable aux
irradiations de type a impulsions.

Cet essai est destiné aux applications des domaines militaire ' ~natial.

Cette norme peut étre a I'origine d’'une dégradation impor.ant': des propriétés électriques des
dispositifs irradiés et il convient par conséquent de la coi sidérer comme un essai destructif.


https://www.stdhive.com/standards/iec-60749-18-ed-10-b2002-pdf/

60749-18 O IEC:2002 -7-

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 18: lonizing radiation (total dose)

1 Scope

This part of IEC 60749 provides a test procedure for defining requirements for tezting
packaged semiconductor integrated circuits and discrete semiconductor devices for icnizing
radiation (total dose) effects from a cobalt-60 (69Co) gamma ray source.

This standard provides an accelerated annealing test for estimating low dose ‘rote wunizing
radiation effects on devices. This annealing test is important for low dose rate or cer.ain other
applications in which devices may exhibit significant time-dependent effects

This standard addresses only steady-state irradiations, and is not ap;licesle‘to pulse type
irradiations.

It is intended for military- and space-related applications.

This standard may produce severe degradation of. the¢ electrical properties of irradiated
devices and thus should be considered a destructive tect.
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